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4.2.2 PN结单向导电性 4.2.3PN结击穿特性
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4.5晶体二极管 二极管的电阻
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4.5.5基本应用 ③电平选择电路
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4.4双极型晶体管集电极c colector
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4.4.3简化模型

品i iii
放大点

b
CUBEcont UcErsatz o

e饱和区

b C

爻 爻

截止区



4.3.6稳压二极管 4.5场效应管
限流电阻 4.5.1结型场效应管
IR

①Pm 最大功耗
Izmax 咒 稳压电压 DS可互换

②之趣是售
范思意

量
一星变量

Ui最小RL最小Iz最小但Iz Izmin
解得 R ǏiiniiniuziRumin Rma
Ui最大RL最大 Iz最大但IZEIzman
解得 R ǏinǎiiiozRumex Rmir 人L

-

x x

I

Rps P5 ID ˇ

①栅源电压UasCG S 栅极源极 令Uss 0
不接二极管时 Au二一千二 -5 U0 -5Ui 加反向电压PN结耗尽区变宽导电沟道变窄均匀变窄

当UGS Uasoff 无导电沟道夹断电压
显道最宽RDsminismax

unsN

英簖茧压
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4.6三极管与场效应管低频小信号简化模型 4.6.2场效应管的交流小信号模型
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